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[はじめに] 

 a-Si：H膜は薄膜太陽電池の主要材料であり、また最近ではヘテロ接合型結晶系シリコン

太陽電池のパッシベーション膜として注目されている材料である。この材料は PECVD で

製作されているが、低欠陥密度で高速な製膜法の開発が課題である。当研究室では、非平衡

プラズマ下でシランラジカル生成プロセスの制御が比較的簡単に行える可能性のある非平

衡プラズマジェットを用いた製膜法の研究をしてきた。これまでにμｍ/ｓ級の高速製膜を

低温で実現してきたが、膜質の向上が課題であった。本報告では、製膜後に行うアニール条

件を研究して 1015 個/㎝３級の低欠陥密度の達成を目指すとともに、欠陥密度の低減メカニ

ズムについての研究成果を報告する。 

[実験] 

 高速成膜で使用した装置は、ノズル径 0.5 mmの電極を使用し、ESRの測定には

JEOL(日本電子)の JES-FA100を使用した。 

 10 nmの薄膜試料の作成に使用した装置は、直径 5 cmの平板電極を用い、ライフタイ

ムの測定にはコベルコ科研のμPCDを使用した。 

[結果と考察]                         

 高速成膜後のアニールについては図 1の結果が

得られた。アニール条件が 200℃ 13minと短い時

間で欠陥密度が 5.4×1015と低い値を出すことがで

きた。 

 薄膜へのアニールでは図 2の結果が得られた。

同じアニール条件（大気圧 2％H2 98％N2 150℃ 

16hr）でも成膜時の水素希釈比の違いによってラ

イフタイムの結果に大きな差が見られた。 

 詳細については講演にて報告する。 
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図 1 高速成膜後のアニール処理時間の比較 

（アニール条件 200 ℃、大気圧 2％H2 98％N2 

成膜条件 SiH4：H2＝1：100 275℃  

100MHz 800Pa） 

図 2 水素希釈率の違いによるアニール効果の比較 

   （左 SiH4：H2＝3：15 ライフタイム平均 18.36 μｓ 

右 SiH4 100%       ライフタイム平均 179.1 μｓ) 
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